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カルコゲナイド半導体（GeTe, GeSbTeなど）は、光照射により結晶相・アモルファス相間を相

変化する物質であり、すでに DVD等の記録メディアに幅広く使用されている。アモルファス相か

ら結晶相へはレーザー照射に伴う温度効果により、結晶相からアモルファス相へは電子励起によ

る非熱的効果により相変化が生じると考えられている[1,2]。記録マーカーが形成される閾値以上

ではアモルファス化は 1 ショットの事象として超高速で生じるため、そのダイナミクスは未だ解

明されていない。そこで、我々は広帯域実時間イメージング分光法を開発し[3]、カルコゲナイド

半導体の超高速アモルファス化のリアルタイム計測を行っている[4]。 

アモルファス化には波長 800 nm、パルス幅 100 fsの再生増幅 Ti:Sapphireレーザーを用いた。プ

ローブ光として CaF2の自己位相変調によって発生させた白色光を用い、広帯域での透過率変化を

実時間イメージング計測した。図 1(a)にシングルショットで測定した励起密度 12.1 mJ/cm2におけ

る GeTe薄膜（厚さ：10 nm）の吸収変化の時間周波数 2

次元イメージ画像を示す。また、過渡吸収変化を切り出

したものを図 1(b)に示す。~200 fs程度で生じる吸収の減

少は、結晶相からアモルファス相への相変化を反映して

いるものと考えられる。また、励起密度依存性から 12.1 

mJ/cm2以上ではアモルファス化に伴う記録マークが形成

され、不可逆相変化が生じることがわかった。吸収変化

量や立ち上がり時間の励起密度依存性、Ge2Sb2Te5（GST）

との比較などの詳細は当日議論する。 
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Fig. 1: (a) Time-wavelength 2D image 
of the absorption change in crystalline 
GeTe thin film under a laser fluence of 
12.1 mJ/cm2. (b) Time evolution of the 
absorbance change in crystalline GeTe 
film.  
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